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1  主要用途及主要特点 

1.1  主要用途 
用 W1XT501P封装的成品管主要用于 USB、手机、笔记本等电子设备的静电防护。 

1.2  主要特点 

●  低反向漏电 

●  高静电防护能力 

●  高可靠性 

2  芯片数据 

芯片示意图 芯片尺寸 
0.35mm×0.35mm 

13.78mil×13.78mil 

 

理论有效管芯数（只/片） 91774 

芯片厚度（µm）（推荐） ≤170（140-170） 

划片道*尺寸（µm） 20 

键合区面积 (µm
2
) 正面 180×180 

钝化层 氮化硅 

正面电极（阴阳极） 
表层金属 铝 

厚度（μm） 5.0（typ） 

背面电极（阳阴极） 表层金属 金（推荐）   锡银 

 装片要求 共晶（推荐） 低温共晶 

硅片直径（mm） φ125 

键合要求（推荐） 铜丝；φ32μm；一根 

* 划片道位置示意图： 
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3  电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下) 

3.1  极限值 
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符号 额定值 单位 备注 

最高有效（等效）结温（注 1） TVj 150 ℃ 推荐封装形式：SOD-123  

推荐成品型号：CESD3V0D3 贮存温度 Tstg -40～150 ℃ 

注 1： 
𝑑𝑃𝑡𝑜𝑡

𝑑𝑇𝑗
＜

1

𝑅𝑡ℎ（𝑗−𝑎）
避免器件热失控的使用条件。 

3.2  电参数   
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 
规 范 值 

单位 
最小 典型 最大 

击穿电压（注 2） VBR IR=1mA 5 5.9 6.5 V 

反向电流
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注意事项： 

⚫ 芯片存储条件（推荐）： 

a.未划片芯片：氮气保护，温度 15-30℃，湿度 15-45%RH； 

b.划片芯片：氮气保护，温度 15-30℃，湿度 15-30%RH； 

⚫ 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准； 

⚫ 新顺公司保留修改、增强、改进、更正或其它的权利，如有任何更改，恕不另行通知！客户

在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新； 

⚫ 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时

遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损

失的发生。 


